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Elektronika spinowa (spintronika) jest dziedzing nauki ktora wykorzystuje spin elektronu do przetwarzania
i przechowywaniem informacji. Glownymi aktywnymi elementami w ukladach elektronicznych sa
ferromagnetyki (FM), czyli materialy ktore posiadaja spontaniczne namagnesowanie. Zapis informacji z
udziatem FM odbywa si¢ poprzez zmiang¢ kierunku ich namagnesowania. Wada uzycia warstw FM do
zapisu informacji jest ich duza wrazliwos¢ na silne pola magnetyczne. W polu magnetycznym momenty
magnetyczne FM daza do ustawienia zgodnego z polem, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do utraty
informacji zapisanej w FM warstwie.

Antyferromagnetyki (AFM), ktore nie posiadajg wypadkowego momentu magnetycznego do niedawna
wykorzystywane byty w uktadach spintronicznych jako warstwa mocujgca warstwe ferromagnetyczng.® Jest
to mozliwe, dzigki magnetycznemu sprzgzeniu wymiennemu pomiedzy FM i przylegajaca warstwg AFM.
Najnowsze badania pokazujg ze AFM mogg stuzy¢ jako aktywne elementy uktadow spintronicznych.? W
przeciwienstwie do FM, warstwy AFM pozostaja niewrazliwe na zewnetrzne pola magnetyczne oraz nie
generuja magnetycznych pdl rozproszonych, co jest cecha bardzo korzystng w kontekscie zwickszenia
gestosci zapisu danych.

Celem projektu jest zaprezentowanie mozliwosci kontroli stanu magnetycznego warstw AFM przy uzyciu
pola elektrycznego. Projekt bedzie realizowany dwutorowo. Pierwsza czes$¢ projektu koncentruje si¢ na
badaniu posredniego wplywu pola elektrycznego na AFM w uktadzie AFM/piezoelektryk. Struktura
piezoelektrycznego krysztatu Pb(Mg1sNb23)Os—PbTiO3 (PMN-PT) silnie zalezy od zewnetrznego pola
elektrycznego. Strukturalne przejscie fazowe w warstwic PMN-PT wymuszone zewnetrznym polem
elektrycznym powoduje zmiang naprezen w warstwie AFM co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do
zmiany kierunku spinéw cienkiej warstwy AFM. Druga czes$¢ projektu zaktada badanie bezposredniego
wplywu pola elektrycznego na cienkie warstwy AFM. W tej czesci projektu bedziemy badaé¢ wptyw pola
elektrycznego przytozonego bezposrednio do powierzchni metalicznych warstw AFM na ich anizotropie
magnetyczna.

W obydwu sciezkach cienkie warstwy AFM zostang przygotowane za pomocg metody epitaksji z wigzek
molekularnych ktora pozwoli na wytworzenie uktadow AFM o zdefiniowanej strukturze krystalicznej oraz
$cisle okreslonym sktadzie chemicznym.
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